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T Kenndaten Grenzdaten
ype Typical characteristics Maximum ratings
B =625 bei -U = 6V, ~-ln= 50mA|-Unp = 45V
, CE +TC CBO
AC124 B = & bei -Ugg = 1V, -Ig=30mA|-Uszy = 32V
Germanium-pnp-Transistor fir |-Ugg = 285 mV bei -Ugg = 6V, -Ig= 50 mA -Ugpyg = 10V
Endstufen mittlerer Leistung bei|-Ugy = 400 mV bei -Ugg = 1V, ~lg=30mA|~lcy = 2A
héheren Betriebsspannungen f = 11 kHz bei -Ugg = 2V, -lg= 10 mA Poyg = 1TW
in Gegentakt-B-Schaltungen -lcgo = 8wA bei-Ugg =30V bei t, 40 = 50°C
bis zu 4W t = 90 °C
lals Parchen lieferbar)
Germanium pnp transistor
for push-pull power stages
till to 4W
by higher voltage
{matched pairs can be )
delivered)
GroBe - Outlines 22
i
AC131 P pei TJoE T4V, o = 18mA AC131  AC131/30
= ei Ugg =1V, -lg=5mA | _ _

AC131/30 Upg =190 mV bei -Ugy =4V, - = 15mA _BCBO -2 - z
Germanium-pnp-Transistor fir —:JBE - 250 mv be! “Uce - 1V, -lg = 50 mA -Uggg = 10 10V
Endstufen kleiner Leistung in B = 10 kHz bei Ugp =2V, ~Ig =10mA -loy = 2 2 A
Gegentakt-B-Schaltungen bis zu P bei tr .. = 450°C
0,5 W (als Pérchen lieferbar) AC13I C+E g}iﬁili‘;hfeilli:

. . -lggo = 6mA bei Uy = 6V =75 75 mw
Germanium-pnp-transistor for ts = 90 90 °C
push pull power stages till to | AC 131/30 ]

0.5 W (matched pairs can be _ .
delivered) “lcgo = 8mA bei-Ugg =30V

GréBe - Outlines
AC131  AC131/30
20 20




T i Kenndaten ] Grenzdaten
3J ype :v Typical characteristics i Maximum ratings
N |

AC1 ‘ s =8 bei -Ugp =6V, -lg=2mA | -Uggg = 30V
C150 fg = 15kHz bei-Ugg =6V, -lg=2mA |-Uggg = 18V
Germanium-pnp-Transistor fir -logo = 45 wA  bei -Ugg =6V -Uggo = 12V
rauscharme Anfangsstufen F = 38dB bei -Ugp =6V, -lg=02mA | P g = 60 mW
Germanium pnp transistor . f = 40...2500 Hz bei Ta.gb = 405 °C
for low noise pre stages ™ F =29dB bei Ugg =6V, -lg=02mA | 1 = 75°C
f = 30...15000 Hz
Grofe - Outlines 20 .
bei -Ugg = 6V, —lg = 02mA, f = 1kHz ist:
hie =10,5 kQ hgo = 71
hye =83-10% hoe = 95 1S
gelb - yellow B = 55... 95
grin - green B = 85...140
AC160A ACT60B ,ACI0A Uogo = 15V
Germanium-pnp-Transistor p = 35.120 bei -Uggp =45V, -l =03 mA _Uggg - 10V
for hochwertige rauscharme AC 160 B Poyp = 30 mW
Anfangsstufen B =100..250 bei -Ugp =45V, -Ig=03mA|  beitymy =45 °C
Germanium pnp transistor fﬁ = 50 kHz bei -Ugg =45V, _IC =03mA| % = 75 °C
for high quality low noise -lcgo = 0.5 BA  bei Ucg=45
pre stages F = 3dB bei —UCE =45V, —IC =0,2 mA
Grofe - Outlines f=30...2500 Hz
AC160 A AC 160 B Cie = 170 pf bei -Upg = 4,5V, -IC =023 mA
2 2 Cre =85pF bei-Ugg=45V,-Ic=03mA]
AC 170 AC170 Uggg = 32V
_ P — = -U = 32V
A B .= 80..170 bei -Ugp = 6V, -l = 2mA CER
ACT71 B =125 bei -Ugg =5V, -l = 2mA bei Rgp= 1 kQ
Germanium-pnp-Transistor Yoo = 18V
fir NF-Anfangsstufen AC171 sl = Qgg mC\/
= 130...300 bei -Unp = —ln = tot = m
Germanium pnp transistor g = 180 b:; _UCE _ Zx' _:C _ g 2: bei t, ), = 45°C
for RF prestage CE ©c t; = 90 °C
f = 17 kHz bei -Upg =2V, —lp =
Grofe - Outlines —Iﬂ < 10 AZ Ee! _BCE _ ]QOV\’/ lo=10mA
ACI70  ACINI cBo = O P€LTRCB
FF' = 5dB bei-Ugp =6V, -Ig=02mA,
20 20 -
f=1kHz
bei -UCE =6V, —IC =0,2mA, f=1kHz ist fir:
AC 170 AC1T1
he = 25kQ h, = 4k
hre = §5-104 h, = 610+
hte = 125 hte = 200
hge = 651S  hy, = 83uS
3
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T Kenndaten Grenzdaten
ype Typical characteristics Maximum ratings
AC 175 B =8 bei Ugg =6V, Ig= 0mA | Uggg = 32V
Germanium-npn-Transistor Ugg = 400 mV bei Ugg =1V, Ig=150 mA bei Rpp = 500 @
for Endsfufen_mi'rﬂere'r Leistung fa = 20 kHz bei Ucp =2V, Ig= 10mA Uogo = 18V
Komplementdr-Transistor lggo = 6wA beiUgg=6V Uggp = 10V
zu AC 117 - oMy = 2A
Germanium npn transistor Ptot o A Wo
for medium power stages bei foa5e = ‘15 C
complementary type to AC 117 5 = %0°C
Gréfe + Outlines 22
AD138 ADI138/50|8 -5 bei -Ugg =15V, -Ig=05A AD 138 AD 138/50
B = 4  bei-Ugg=15V,-lg= 5A | — 70 v
Germanium-pnp-Transistor ~ _ = = 12 =05A CBO
? N Ugg 03V bei-Ugg=15V, -Ig=0, -U = 30 50 V
for Endstufen grofer Leistung | _ s — lh= 5A CEO
N UBE 0,7 \ bei UCE ],5 V, IC _UEBO = 10 20 v
bis zu OW fg = 55kHz bei -Ugp= 6V, -Ig=05A | - 15 5 A
{als Parchen lieferbar) _ - e = 30 CM
leBoO 0,1 mA bei -Ugg= 30V PG4T bei tease = 45°C
Germanium pnp transistor = 30 30 W
for AF power stages t. = 90 90 °C
till to 60 W (matched pairs i
can be delivered)
Grobe - Outlines
AD 138 AD 138/50
28 28
AD 152 AD 152 1 AD 152  AD 155
AD 155 B =8 bei-Ugp=6V,-lg= 0mA|-Ugp, = 45 2% vV
B = 80 bei -Ugg =1V, -l = 300 mA | -U = 4
G . R CE C CER 25V
ermanium-pnp-Transistor bei =
: i AD 155 ¢ Rpg = 500 @
for Endstufen mittlerer Leistung X Ucgo = 30 16 V
lals Parchen lieferbar) 8 =120 bei -Upp =6V, -lg = 50mA | =
B =110 bei ~Ugp = 1V, -Ig = 300mA |, EBO ~ 12 12.v
Germanium pnp transistor CE ©C ey = 2 2 A
for medium power stages Ugg = 240 mV  bei “Ugg =6V, =Ig = 50 mA Pot o= ¢ 6 W
(matched pairs can be “Upg =40 mV bei -Ugp =1V, -Ig=300mA | P fease = 45°C
delivered) fo = NkHz bei Ugp =2V, -lg= toma| i = % % °C
Gréfe - Outlines Tlcpo = 6wA bei -Ugg =6V ‘
AD 152 AD 155
28 28
|
AD 159 QD 159 . ‘ AD 159  AD 160
AD ]60 = 75 bei —UCE =05V, —[C= 0,5A —UCBO = 40 30 V
B = 45 bei -Up =05V, -lo= 5 -Ugn = 40
. . CE Ys] CEV 40 V
Germanium-pnp-Transistor bei Ugp =1
als Schalter in Blitzlichtgerdten AD 160 -U 2 5%
B = 3 bei-Ugp=05V,-lp= 10A | 080 _ ¥ 30V
Germcnium.pnp transistor "UBE =03V bei _UCE =05V, _|g= 0,5A ‘—I EBO f ]g 10 v
for electronic flush lamps -Ugg = 05V bei Ucg =05V, -lg= 5A PC ; o ]g A
Gréfe - Outlines g = BkHz bei Ugp= 6V, -lg=05A | BL e W
AD159  AD 160 “lopo = 08 mA bei -Ugp = 40V o =g 90 oC
2 2 !




T . Kenndaten > i Grenzdaten
3 ype | Typical characteristics | Maximum ratings
o
BC 107 f =100...600 bei Uogg = 5V, -lg= 2mA | Ugpg = 32V
Ig = 30..250 nA bei Ugg = 5V, -Ig = 10 pA Uggo = 32V
Silizium-npn-Planar- Upg = 05V beilUgg= §V,-Ig=10 uA Uggg = 5V
Transistor fir rauscharme lcgo = 10 nA  bei Upgpg = 10V o = 30 mA
NF-Anfangsstufen < 4dB bei Upg = 5V, Ig=104A, Piot = 260 mW
- Ra = 10kQ bei t = 45 °C
Sili Pl G amb
ticon npn Flanar f =10...10000 Hz 5 = 175 °C
transistor for low noise
AF pre-stages
Grobe - Outlines 23a
3 B = 45 bei Uop= 1V, -Ig=02A |-Uggg = 40V
OD 60 B = 28 bei -Ugp= 1V, -lg=14A |-Uggo = 30V
Germanium-pnp-Transistor -Ugg = 08V bei-Ugg=1 V,-lg=14A |-Ugpgo = 10V
fr Endstufen gréBerer Leistung | fg = 9kHz bei -Ugg= 2V, -lg=01A |-lgy = 3A
in Gegentakt-B-Schaltungen -lgpo = 11 pA  bei -Upp = 10V PC+E = 6W
bis zu 12W bei feage = 45 °C
(als Parchen lieferbar) t = 90 °C
Germanium pnp transistor
for push-pull power stages
till to 12W (matched pairs
can be delivered)
Gréfe - Outlines 27
— — - —
. ot ‘ — i » T
OD 603/50 B =381  bei-Ugg= 1V,-Ig=05A |-Ugpgg = 60V
) “Ugg .= 06V  bei-Ugg= 1V, -lg=05A |-Uggg = S0V
Germanium-pnp-Transistor f = 9kHz bei -Ugp= 2V, -1g=01A |-Uggy = 30V
fir Endstufen gréBerer Leistung |-lopg = 13 pA  bei -Ugg =35V sloy = 1A
und als Schalter P = 6W
C+E —
Germanium pnp transistor bei 'ca_.se o0 05 °c i
for power stages 1 = %0°C
and switching stages
GroBe + Outlines 27
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Miniatur transistor for
pre-stage, mixer, oscillator
and IF stage for small
receiver

Gréfe - Outlines 18

Gje = 285uS Cre = 14pF Goe = 1S
Ce =30pF |yl =88mS C,, = 25pF
9re =167 1S

T Kenndaten Grenzdaten
ype Typical characteristics Maximum ratings
BF 114 B > 2  beiUgg=10V, Ig=10mA Uggo =13V
fp 2 80 MHzbei Ugg =10V, Ig=10mA Uogr = 135V
Silizium-npn-Planar- ob’* Cpe < 150 ps bei Ugg = 10V, lg=10mA, f=32MHz bei Rgp = 1 k@
Transistor for Video- lgpo = 01 pA  bei Ugg = 50V Uggop = 3V
Endstufen o 40 mA
-~ P = 565 mW
Silicon npn planar t?f‘el tampb = 45 °C
transistor for video power t; = 175 °C
stages
Grofe + Outlines 24
BF 115 B = 80 bei Ugg =10V, ~Ig=1mA Uggo = 32V
fp = 190 MHz bei Ugg =10V, ~Ip =1mA Usgo = 32V
Silizium-npn-Epitaxial- F = 35dB bei Ugg=10V, -lg=1 mA, f=100 MHz Uggo = 4V
Planar-Transistor fir Cre =707 pF  bei Ugg = v, -Ig =1mA lC = 30 mA
HF-Anwendungen lcpo = 5 A bei UCB =10V, tymp = 175 °C Piot = 145 mW
bei t,p, = 45 °C
Silicon npn epitaxial 1 = 175 °C
planar transistor for
high frequency
Grofle - Outlines 23a
Miniatur-Transistoren - Miniature transistors
Type ) Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
AC129 B = 70 bei -Ugp =2V, =g =0,25 mA Uggo = 9V
Germanium-pnp-Transistor | '8 = 9 kHz bei Ugg =2V, -1 =0,25 mA Uogo = 6V
in Miniaturausfihrung for “loo = 07 A bei -Ugg =2V Ugpp = 5§V
Hargerdte, Uhrenantriebe | | — 8B bei -Ugp =2V, -lg=025mA, f=1kHz | Pg.p = 12 mW
und NF-Verstérker in bei bei t = 45 °C
-U = —l~ = = ist. b
Kleinstgerdten el “Ueg =2V, ~lg =025 mA, f =1 kHz ist: e
Miniature transistor for hie = 4ke hte = 70
hearaids, clock driver and hre = 5104 hoe =125 S
small AF i
. amplifier gelb - yellow § = 40...65 violett - violet B = 55..135
GréBe - Outlines 18 schwarz - black B > 115
AF 128 B =70 bei -Ugg =2V, ~Ig =0,25 mA Uego = 9V
Germanium-pnp-Transistor fr = 6Mhz bei -Ugg =2V, ~I = 0,25 mA Yoo = 6V
in Miniaturausfihrung for | CBO = 07 mA  bei -Ugp =2V Uggo = 5V
Vor-, Misch-, Oszillator- Tppr = 8@ bei -Ugp =2V, -Ig=025mA, f=40kHz| P, = 12mW
und ZF-Stufen, fir MW und Y-P . _ _ bei t = 45 oC
LW in Kleinstgeraten grameter: ~Ucg =2V, ~Ig = 025 mA, f = 470 khiz Ho= 60 oC
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T Kenndaten Grenzdaten
ype Typical characteristics Maximum ratings
ASY 27 B =75  bei-Ugg= 0V, Ig= 0mAl-Uggg = 25V
B = &5 bei -Usg= 0V, lg=10mA| Uggg = 15V
Germanium-pnp-Schalt- —UCEsat= 150 mV  bei -lg = 1,25 mA, —[C= 50 mA _UEBO = 2V
transistor _UBEsat= 400 mV  bei -lg =155mA, -Ig= 50 mA | =Ty = 300 mA
Gormaniom pn rehi fp = ]OMHZbef'UCE= 5V, -lg= 3mA PC“‘E = 100 mW
ermanium pnp switching § —jopq = 1,5 pA  bei Uep= &V bei t,n,, = 45 °C
transistor Tj = 85 °C
Einschalt-Zeitkonstante des Ausgangsstromes
Grofe + Outlines 24 bei Stromsteuverung
Turn on time constant at constant base current
T = 15ps bei Upgg =075V, -lg=50mA
Einschalt-Zeitkonstante des Ausgangsstromes
bei Spannungssteuerung
Turn on time constant at constant B-E voltage
| =012 s bei -Ugp =075V, -lg= 1mA
Ubersteuerungszeitkonstante
Charge storage time constant
Ts = lus bei-lg = 1mA -lg=0
ASY 28 B = 5  beiUgg= OV, -lg= 20mA | Uggy = 30V
B = 40 bei Upg = 0V, -l =10mA | Upggg = 15V
Germanium-npn-Schalt- Uggsat= 190 mV bei Il = 2mA, Io= 50mA | Uggg = 20V
transistor i UBEsat= 400 mV bei IB =24mA, lg= 5 mA ICM = 200 mA
Komplementéar-Typ zu fp = 5,5 MHz bei Ueg= 5V, Ilc= 3mA tot = 75 mW
ASY 26 lcgo = 1.5 rA beiUg= 5V bei t,mp = 45°C
t = 75°C

Germanium npn switching
transistor complementary
type to ASY 26

Grofe - Outlines 24

Einschaltzeitkonstante bei Stromsteuverung
Turn on time constant at constant base current

v =15us bei Ugp =075V, I = 50 mA

Einschaltzeitkonstante bei Spannungssteuerung
Turn on time constant at constant B-E-voltage

T =0,12 us  bei Ueg =075V, Ig = 1mA
Ubersteuerungszeitkonstante

Charge storage time constant

T = lus beilg =1ImA lg= 0
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Germanium-pnp-Drift-
Transistor fir schnelle

“UCEsat= 180 mV bei -y = 20 mA, -l =200 mA

h Kenndaten Grenzdaten
Type Typical characteristics Maximum ratings
i = -lp = = 25V
B =75 bei Upg = 0V, g 20 mA Ueso
ASY 29 B = 55 bei Upgp = 0V, -l =100mA Usgg = 1BV
Germanium-npn-Schalt- Uggsat= 150 mV  bei Ig =125mA, lg= 50 mA UgBo j 238 VA
transistor UBgsat™ 400 mV  bei Ig =155mA, Ig= & mA lom : mW
Komplementdar-Typ fp = 10 MHz bei Ugy = 5V, lg= 3mA Ptgt. , = 7545moc
= 1 = el =
zu ASY 27 rloggo = 1.5 wA bei Ugg 5V ; am=l-) .
"Germanium npn switching Einschaltzeitkonstante bei Stromsteuerung
transistor complementary Turn on time constant at constant base current
Y 2
ype fo ASYZ7 T =15ps bei Ugg =075V, g =50 mA )
Grofe - Outlines 24 Einschaltzeitkonstante bei Spannungssteverung
Turn on time constant at constant B-E-voltage
. =0,12 us  bei Ugp =075V, Ig= 1mA
Ubersteverungszeitkonstante
Charge storage time constant
Ts = 1us Dbei ‘B =1 mA, IC= 0
ASY 30 B = 90  bei -Ugp=055V, -lo= 4mA Ugpo = S0V
B = 65 bei -Uop =05V, -lg =200 mA Uep = 25V
CE C CEO

U “Upgsat= 570 mV  bei -l = 20mA, -Ig=200 mA “lom = 250 mA

Schalter kleiner Leistung | """ = 99 MHz bei Uep =025V, -lg= 4mA Posg = 200 mW
Germanium pnp drift “lcgop = 2wA bei-Ugg= 6V bei t,50 = 45 °C
transistor for little power | ~lcpo = 3 uA bei -Ugg= 50V 1 = 8°C
fast switching Schaltzeiten im nicht Gbersteverten Zustand

Switching time in non-saturated circuits
GroBe - Outlines 22 . .

Stromkonstante Einspeisung - Constant current

bei -Upp =1V, ~Ig = 250 mA, Rg = 1k

t = 1,1 pus

t = 13 pus

Spannungskonstante Einspeisung - Constant voltage

bei -Ugp =1V, “lg=250mA, Rg =2Q

tr =0,75 ps

tg =0,09 ps
AUY 28 B = 33 bei -Upg =15V, -lg=5A Uggp = 90V

“Uegpsat=025V  bei -lp =06A, -lg=6A “Uggg = 65V
Germanium-pnp-Leistungs- -UBEsat= 06V bei -lg =06A, “lg=6A 'UEBO = 30V
Schalttransistor T © = 250 kHz bei -Ugg= 3V, —lC= 1A _'CM = 10 A
Germanium pnp transistor _:CBO _ 228 “2 Ee! :SCB _ 72x PC;ET B 1104\/5Voc
for power switching CBO WA el "Uep = ! Tease ;0 oC

Schaltzeiten - ! B

Grofe -+ Qutlines 28

Switching times
lg=5A; Ig, = 100mA, § =2

tr = 10 pus ts = Sups te = 10 ps




Type Kenndaten Grenzdaten
3 by Typical characteristics Maximum ratings
R |
BFY 27 B =40.160 bei Ugp= 5V, lg=10mA Usgo = 70-V
Ugpsat< 1V beilg = 1mA, Ig=10mA Uogo = S0V
Silizium-npn-Planar Ugsat< 09 V bei I = 1mA, |g=10mA Uggp = SV
Transistor fir nichtiber- fp > 250 MHz  bei Ugg =15V, Ig= 10 mA Po+E 320 mW
st?uerte Schc:l’rent, Ver- lggo < 100nA bei Ugg =60V bei t,,p, =45 °C
starker und Oszillatoren f = 200 °C
Silicon npn planar
fransistor for non-saturating
switching circuits, amplifier
and oscillator circuits
Grofe - Outlines 23b
" | BFY 65 B = 30 bei Ugg = 10V, Ig=2mA Uogo = 100V
Ugpeat= 350 mV bei Iy =02mA, Ig=2mA Uggr = %0V
Silizium-npn-Planar- lcgo = 50 nA bei Ugp =75V bei R = 1 k@ m
Transistor zur Ansteverung Uggo = 3V
von Ziffernanzeigerdhren o = 50 mA
Pet = 565 mW
Silicon npn planar bei t, = 45.°C
transistor for Nixie driver tj = 175 °C
GroBe + Outlines 24
= e 3 = it e o . . - . o
BFY 66 ? § 20 be! U= 1V, Ig= 3mA Uoo = 30V
Silizium-npn-Planar- g = ?0;’ MFHZ bei Upp =10V, I = 4mA Ucgo = 15V
Epitaxial-Transistor fir Vo = 04 v b BTV, B 0 Uggo = 3V
for UHF-Verstdrker und | CESM: ]'0 A bei lg = 1mA, Ig=10mA Ptot = 200 mW
Oszillatoren CBO n bei UCB 15V bei tamp = 25°C
Silicon npn planar fj = 200 °C
epitaxial transistor for UHF
amplifier and oscillator
circuits
Grofe « Outlines 23b
BSY 19 B =20 bei Ugg =1V, Ig= 10mA Uopo = 40V
Silizium-npn-Planar > bei Ugg = 1V, lg=05mA v = 15y
izivr ; Uopeat< 04V bei Iy = CEO
Epitaxial Transistor for UCES"‘t ’ . B ImA, lg=10mA Uggp = 5V
sehr schnelle Schalter fBEsat< 08 v be! lp = 1mA, Ig=10mA Ic 200 mA
und HF-Anwendungen T > 300 MHz  bei Ugg =10V, lg= 10mA P 320
I < 25nA  bei = C+E mW
s CBO n ei Ugg =20V bei t, . =450
Silicon npn planar i tamp = 45 °C
epitaxial transistor for Einschaltzeit - Turn-on-time i = 200 °C
high speed switching and bei.lp, =3 mA, =1mA
RF circuits B fon < 4ns
Aussch it - Soff ti
GréBe - Outlines 23b i 1 oltzeit - Torn-off time
ei g, =3mA, I, =1mA togr < 70 ns
2 Speicherzeitkonstante - Charge storage time constant
bei Ig, = Ip, = 10mA, 15 =10mA 5 < 25ns




T ‘Kenndaten _ Grenzdaten
= ype Typical characteristics Maximum ratings
o~
BSY 21 B =30.120 beilUgg= 1V, Ig= 10mA Uogp - = 40V
B > 15 bei Ugp = 5V, Ig=500mA Uogo = 15V
Silizium-npn-Planar Ucgsat< 07 V bei g =20 mA, |5 =200 mA Uggo = S5V
Epitaxial Transistor- fir BEsat< 08 V bei g = 1mA, Ig= 10mA Po,g = 320 mW
sehr schnelle Schalter fp > 300 MHz bei Ugp =10V, Ig= 20mA bei tyny, = 45 °C
J lepo < 25nA bei Ugg=20V 1y = 200 °C
Silicon npn planar CBO CB 1
epitaxial transistor for Einschaltzeit + Turn on time
high speed switching bei Ig, = lg, =40 mA, 1o =200 mA ton < 40 ns
Grofe - Outlines 23b Ausschaltzeit « Turn-off time
bei I, = g, =40 mA, | =200 mA g < 40ns
Speicherzeitkonstante - Charge storage time constant
bei Ip, = I, = Ig = 20 mA s < 2ns
Y B > 3 bei Ugg =10V, Ig= 10mA Usgp = 75V
BSY 44 B =40.120 beiUgp=10V, Ig=150mA Uopp = S0V~
Silizium-npn-Planar B > 20 bei Uop =10V, 1o =2500 mA bei Rgp =10 @
Transistor fir sehr UCEsat< 15V bei lB =15mA, IC =150 mA UEBO = 7V
schnelle Schalter Ugggat< 13V bei Iy =15mA, IC =150 mA PC+E = 700 mW
f > Hz bei Uap =10V lo= 50mA bei t =45 °C
- T CE 4 C amb
Silicon npn planar lcgo < 10nA  bei Ugp =60V PorE = 26 W
transistor for high speed bei t = 45 °C
s case
switching ts = 200 °C
j
GroBe - Outlines 24
BSY 45 B > 35 bei Uop =10V, 1= 10mA N
B = 40..120  bei Upp =10 C GBo =120V
Silizium-npn-Planar U . . 'CE— \z lg =150 mA = 80V
Transistor fir sehr CEsat "2 Y bei lg = SmA, lc= S0mA e = 7V
UpEsat< 09V bei Iy = SmA. I = 50 mA EBO
schnelle Schalter f . B ©C m = 700 mW
T > S0MHz bei Ugp =10V, Io= 50mA GrE o
Silicon npn planar lopo < 10nA  bei Ucg =90V PorE am=b ;6 WC
transistor for high speed bei _
switching [ . ° rcas_e 450 °C
| J -
Gréfe - Outlines 24 ’
Silizium-npn-Planar ’ B S 20 0 Eef SCE =10V, lg=150mA Ugo = 50V
Epitaxial Transistor fijr B > 15 bef UCE _ 10V, 1g =500 mA Uggo = 8V
sehr schnelle Schalter U 03 @ Ugp =10V, Ig= 1A g . = 1A
CEsat<035 V  bei g~ =15mA, I =150 mA P = 700 mW
Silicon npn planar UBEsatS 13V bei ly = 15mA, 1o =150 mA G Cgec
epitaxial transistor for l ,T > \]SO MHz be.i Ueg =10V, lg= 50mA PosE amb 2,5 W
high speed switching ‘ 0Bo < 10nA  bei Ugp =60V | bJrefchase — 45 oC
GréBe - Outlines 24 Schaltzeiten - Switching times j " = 20°C
bei IB]=|Bz=;C=]5mA [
N I < 70 ns te < 50 ns r
ty < 150 ns . 1
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Kenndaten

switching transistor

GroéBe - Outlines
BSY92  BSY 93
24 23b

Type ) Grenzdaten
P Typical characteristics Maximum ratings
BSY 70 B > 20 bei Ugg = 1V, Ilg=10mA Usgo = 25V
UgpsatS 06V bei g = 1mA, Ig=10mA Ugr = 2V
Silizium-npn-Planar- Upgsat< 02 V. beilg =1 mA, lg = 10 mA bei Rgg = 10 @
Epitaxial-Transistor fir fp > 200 MHz bei Ugg =15V, g = 10 mA Uggo = 3V
sehr schnelle Schalter oo < 0.5 A bei Ugg =15V Piot = 260 mW
- r bei tynp = 45°C
Silicon npn planar Speicherzeitkonstante + Charge storage time constant t; =175 °C
epitaxial transistor for .
high speed switching Ts < 60 ns  bei g =lg,=Ilg=10mA
Grofe - Outlines 23b
BSY 71 B > 3 bei Ugg =10V, Ig=01mA | Usgo = 75V
B > 75 bei Upg = 0V, In= 10mA UsEr = 5 V
Silizium-npn-Planar- B =100...300 bei Upg = 0V, lg= 150 mA bei Rgp =10 @
Schalttransistor mit hohem B > 40 bei Ugg =10V, o= 500 mA Uggo = 8V
Kollektor-Basis-Strom- Uggsats 15 V beilg =15 mA, Ig = 150 mA Ugpo = 7V
verhaltnis UppeatS 13V bei I =15mA, Ig = 150mA Pot = 700 mW
B fp  Z 70 MHzbei Ugg =10V, Ig= 50mA bei t,pp = 45 °C
Silicon npn planar lcgo < 10nA  bei Ugp = 60V t = 200 °C
switching transistor
with high current gain
Gréfe - Outlines 24
BSY 91 S 230 beilgp= 10V, Ig= 5mA BSY91 BSX 25
BSX 25 CEsatS . 1V . bei lg =067 mA, Ig =20 mA Unpn =
BEsatS 1V beilg =067mA, lg=20mA UCBO: o Hv
Silizium-npn-Planar T = 50 MHzbei Ugp = 10V, Ig=50mA yCE0 255 2:\\/’
Schalt-Transist lcBo < 50 nA bei Usp = 3 EBO™
| or cg= 30V Piot =700 320 mW
Silicon npn planar bei t, ), = 45°C
switching transistor 1 =200 200°C
GroBe - Outlines
BSY 91 BSX 25
24 23 b
BSY 92 B > 50 bei
£ = ei Uop = 2V, I~=10
! YCE ' C mA
BSY 93 UoEsatS 15V bei Ig = 05mA, Ig = 50 mA U :SYJ)Z BSY 93
UpkeatS 12V bei Iy = 05mA, IG = 50 mA CBO Qv
Silizium-npn-Planar- TT 2 50 MHz bei Upy, = 10V, 1o =50mA UCE()* 42 42\\//
Schalt-Transisto CBO = 20nA bei Ugp = EBO~
r cp= 0V Prot =700 320 mw [
Silicon npn planar bei tynp = 45°C
i =200 200°C




Silizium-Dioden - Silicon diodes
8 Universal-Kleinfldchen-Dioden - Small junction general purpose diodes

T Kenndaten Grenzdaten
ype ’ Typical characteristics Maximum ratings
Up =086V bei Ip = 100 mA Ug =500V
BAY 14 'PS = 5nA bei UFR = 10V Uy =500 V
Grofe - Outlines 32 ~ lg = W0nA bei Ug = 450 V lp =200 mA
lpy = 500 mA
Py =400 mW beit, ;= 45°C
t; =150 °C
Up =087V bei lp = 100 mA Ug =650V
BAY 15 IRF = 6nA bei UFR = 10V Upy =650V
Grofe « Outlines 32 lg = 20nA bei Ug = 600 V lg =200 mA
Iy =500 mA
- Py =400 mW beit, ;=45 °C
t; =150 °C
Up =08V bei Ip = 100 mA Ug =800V
BAY 16 IIS = 7nA bei UFR = 10V Ugy =800V
Grofe - Outlines 32 Ig = 75nA bei Ug = 700 V lp =200mA
Ippr =500 mA
Py =400 mW beity = 45°C
= 150.°C

BAY 67 Up < 1V beilp =20mA Ug = 30V
) | < 100 nA  bei Up = 30 =
Diffundierte Diode zum CR = 0,8 pF bei Ug =10 z TJRM— 23(()) VA
Umschalten von HF-Signal = i = ro .
ignalen re 5Q bei lp = 10mA Py =250 mW bei tamp=25°C
Diffused diode for T
RF signal switching
GroBe -+ Outlines 29
BAY 68 . Up = 1V  beilp=10mA BAY 68 BAY 69
BAY 69 IR < 100 nA bei BAY 68 Up =30V Up =30 5V
bei BAY 69 Up =50V Upy = 30 50V
Diffundierte Schaltdiode Co = 6pF beilg— 0V lo =20 200mA
_D‘ﬁ o . trr < 10ns bei Ip =10 m.A, Ig =10mA, lpy = 600 600 mA
iffused switching diode Rmess = 1MA | Py =200 200 mW
) ter < 4ns beilg =10mA, Up= 6V bei t = 450
Grot Oui F R ' amb = 45 °C
rébe - Outlines R, =100Q@ [t =175 175 °C
BAY 68 BAY 69 ' !
29 29
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Silizium-Kapazitéts-Variations-Dioden - Silicon voltage variable capcéitor_diodes

Varicap for tuning and AFC

Grofe « Outlines 29

|
|
|
|
|
|
|

Type Kenndaten Grenzdaten
ype. Typical characteristics Maximum ratings
BA]O] CT = 15 pF bei UR=10V,f=30MHZ Up = 25V
, = 18@  beiUg =10V, f=30MHz| Upy= 25V
Nachstimmdiode fir lg = 7nH Py =250 mW beit,y,=45°C
UHF-Fernseh-Tuner - IR = 10 nA bei UR =10V ij =175°C )
AFC diode for UHF-TV tuner
GroBe + Outlines 29
BA'|2'| CT = 10 pF bei Ug = 2V, f =30 MHz Ugp = 3V
r, =092  beiUg= 2V, f=30MHz| Upy= 30V
Nachstimmdiode for Q = 600 bei UR = 2V, f=30MHz PV =250 r:W be”amb=45°C
VHF- und UHF-Fernseh-Tuner lg = S5nH ty  =150°C
Up =085V  beilp =60 mA
AFC diode for VHF and g = 3 nA beiUg = 10V
UHF-TV tuner
Grofe + Outlines 29
BA 124 ET - 052 gF bei U= 2V, f=30MHz| Up = 20V
Nachstimmdiode fir VHF-Tuner QS = ]9'0 E:; BRj g\\;' : - 333 m:z :JRM: 2V
_ R P T= z v =250 mW beit =450
AFC diode for VHF tuner Up =085V  beilp =60 mA t, =1500°C amp=45°C
IR = 5nA bei Ug=10V ’
Grobe - Outlines 29 .
BAY 70 ET 5pF  bei Ug= 2V Ug = 30V
=159 bei Up=
Kapazitéts-Variations-Diode QS = 700 b:; SR_ gx f Upy= 30V
for Nachstimm- und Q =10 bei Un— 2V, 2338 m:z Py =250 mW beit, . ~250C
Abstimm- R™ , = zl t. =1750
stimm-Schaltungen Up =085V bei lp = 60mA | i 5°C
IR = 38nA beilUg=10V |




